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2. The nanocrystalline silicon thin films, doped with europium and yttrium, for optoelectronics

Реферат:
1. Робота присвячена розробці технології отримання тонких плівок нанокристалічного кремнію, легованого
європієм та ітрієм, а також гетеропереходів на їх основі для оптоелектроніки. Було проведено моделювання
впливу нанокристалітів та домішок рідкоземельних металів на зонну будову та електропровідність
матеріалу, а також показано їх вплив на фоточутливі характеристики фотоприймачів, що забезпечило
теоретичне підгрунття у пошуку оптимальних технологічних режимів. За допомогою структурних та
хімічних методів аналізу матеріалу встановлено зв'язок наноструктури та хімічного складу плівок з
технологічними параметрами синтезу. В роботі було встановлено, що електропровідність та фоточутливість
нанокристалічних кремнієвих плівок зростає при збільшенні степені кристалічності матеріалу, в той час як
зростання УФ-чутливості спостерігається при зменшенні розмірів нанокристалітів. Встановлено зростання
електропровідності, фото- та УФ-чутливості кремнієвої плівки при введенні до її складу домішків



рідкоземельних металів. Також в роботі досліджувався вплив домішок РЗМ на величину фото-ЕРС
гетеропереходів на основі плівок нанокристалічного кремнію. Було запропоновано технологічні режими, в
яких фото- та УФ-чутливість фоторезисторів і фотодіодів, а також ефективність та стабільність
фотоелектричних перетворювачів досягає максимальних значень.

2. Work is devoted to development of technology of nanocrystalline silicon thin films, doped with europium and
yttrium, and also heterojunction on their base for optoelectronics. The design of influence of nanocrystallites and
rare-earth dopants on band structure and material's electroconductivity was carried out, also it was shown their
influence on photosensitive characteristics of photoreceivers that provided the theoretical base in search of
suitable technological conditions. By means of structural and chemical methods of material's study it was found
relation of film's nanostructure and chemical composition with technological parameters. In the work it was found
that electroconductivity and photosensitivity of nanocrystalline silicon thin films increases with growth crystalline
fraction in material, while increase in UV-sensitivity is observed with decreasing of nanocrystallite size. It was
shown the increasing of electroconductivity, photo- and UV-sensitivity in silicon thin film under condition of rare-
earth metals incorporation. Also the influence of rare-earth dopants on photo-EMF of heterojunctions on the base
of nanocrystalline silicon thin films was studied in this work. It was proposed the technology, in which
photosensitivity and UV-sensitivity of photoresistors and photodiodes as well as effectiveness and stability of
photovoltaic converters reaches the maximum values.
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